TRANZYSTOR n-p-n
BSXP87

Tranzystor krzemowy epiplanarny przeznaczony do stoso-
wania w ukladach szybko przelaczajgcych malej i Sred-

niej mocy.
Kolektor tranzystora jest polgczony elekirycznie z obu-
dowag. .
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Tranzystor w obudowie metalowej TO18(CE22). Ko-
lektor jest polgczony elektrycznie z obudowa.

“="~DANE TECHNICZNE

Warto§ci dopuszczalne parametrow eksplotacyjnych

Napiecie kolektor-

-baza Ucgo 40 \'
Napiecje kolektor-

-emiter Ucko 15 v
Napiecie emiter-baza  Ugsy - 5 v
Prad kolektora Icm 500 mA
Prad bazy Ipm 50 mA
Moc strat Pc 360 mW
Temperatura zlgcza t; 423 K

. (150 °C)
Zakres temperatury
otoczenia tamb 233...373 K
(—40...+100 °C)

Parametry statyczne

Przy temp = 298 K

(25°C) min. maks.
Napiecie przebicia

kolektor-baza

przy Icgo = 10 pA Usr)cBo 15 - Vv

Napiecie przebicia
kolektor-emiter
przy Ic = 30 mA

Napiecie przebicia
kolektor-emiter
przy Ic = 30 mA,

Rpe = 10Q

Napiecie przebicia
emiter-baza
przy Igss = 10 pA

Prad wsteczny
kolektora
przy Ucg =20V
przy Ucpe =20V,
tamp = 373 K (100°C)

Prad wsteczny emitera
przy Ugpy =4V

Napiecie nasycenia
baza-emiter
przy Ic = 10 mA,

Ig =1mA

Napiecie nasycenia
kolektor-emiter
przy Ic = 200 mA,
Ig =20 mA

Wsp6tezynnik wzmoc-
nienia pradowego
przy Ic =10 mA,

UCE =1V
przy Ic = 10 mA,
Ucg=1V,

tamp = 233 K (—40°C)
przy Ic = 500 mA,
UCE =5V

Parametry dynamiczne

Przy tams = 298 K
(25°C)
Czestotliwo§é przeno-
szenia
przy Ic = 20 mA,

" U =10V
Pojemnoéé kolektora
przy Ucpe =10V

Czas wigczania
przy Ic = 200 mA,
Ig =40 mA

Czas wylgczania
przy Ic = 200 mA,
Ig; =40 mA,

Igg = —20mA
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Charakterystyki wyjéciowe Ic(Ucg); Iz — parametr Charakterystyki wyjsciowe Ic(Ucs); Ig — parametr
BSX P87
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Charakterystyka przejsciowa Ic(Ugg) Zalezno$¢ wspblezynnika wzmocnienia pradowego

od pradu kolektora
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Zalezno§¢é napiecia nasycenia kolektor-emiter od
pradu kolektora
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Zalezno§é czestotliwoéei przenoszenia od prgdu ko-
lektora
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Zalezno&¢ napiecia nasycenia baza-emiter od pradu

kolektora
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Zalezno$ci pojemnoSci kolektora i emitera od na-
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Zalezno§é pradu wstecznego kolektora od tempe- Zalezno&é dopuszezalpej mocy strat od temperatury
ratury otoczenia
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& littlediode

COMPOMENTS FOR ALL

Littlediode supplies new, hard to find or obsolete
el ectronic components and semiconductors all over
the world.

With over two million different components listed
you are sureto find the part you need.

Fedl freeto visit ustoday at our online store:

LittleDiode.com

L ooking forward to providing you with the best
possible service.

email: info@littlediode.com « LittleDiode.com


https://www.littlediode.com/

